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GaN は低損失かつ高耐圧な電力スイッチング素子として期待が大きく、GaN 基板には c 軸方向

に貫通する転位密度が低いことが望まれている。貫通転位低減のためには傾斜や対消滅といった

転位挙動の基礎的な理解が重要と考えられ、本研究では貫通転位の傾斜と転位芯の構造の関係に

ついて調査した。転位芯構造は、いくつか可能な原子配置が提案されている。我々はこれまで貫

通転位を断面ならびに平面方向から走査型透過電子顕微鏡（STEM）観察し、転位芯の原子配置を

評価し[1]、HVPE による厚膜成長したサンプルでは、a-type の転位芯が余分な変位を有すること

を明らかにした[2]。この変位は貫通転位の傾斜との関連が予想された。本研究では MOVPE およ

びHVPEにより成長したGaN層中の貫通転位の傾斜と転位芯構造の関係をSTEMにより調査した。 

代表的な a-type 貫通転位の平面明視野 STEM 像を Fig. 1(a),(b)に示す。暗い点または線が貫通転

位に対応する。これは Fig. 2 のように、c 軸方向に伝搬する貫通転位は点に、傾斜した貫通転位は

線に観察されていると解釈できる。発表では GaN 層の成長膜厚、貫通転位の傾斜と転位芯構造の

関係について議論したい。 

本研究の一部は、科学技術振興機構スーパークラスタープログラムの援助を受けて行われた。 
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Fig. 1 GaN 層中の貫通転位の平面明視野

STEM 像 (a) MOVPE 4μm、(b) HVPE 

3000 μm成長サンプル 

Fig. 2 傾斜あり・なしの貫通転位の (a) 模式

図、(b) 平面からの観察模式図 
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